(D Silizium-npn-Planartransistor

Der HF-Transistor 5F 114 ist ein Si-npn-Planartransistor im = TO-5-Gehiuse.
Einsatz vornehmlich in HF-Verstirkern mittlerer Leistung und fir Schalt-
rwecke.

Statische Kennwerte (fir {f, = 25°C — 5 grd)

Kellektorreststrom
lcao = 0,002 = 1 uA (bei Ugg = 100 V)

Emitterreststrom
leso = 0,025 < 1uA (bei Ugg = 4 V)

Restspannung
Uctsar = 0,8 < 1,5V (bei Ic = 100 mA, |z = 8,33 mA)

Gleichstromverstirkung
B= 5512 (bel Ugg =2V, Ic = 100 mA)

25 °C — 5 grd)

Dynamische Kennwerte (fir 3,

Ubergangsfrequenz
fy =40 - 10 MHz (bei Ugg = 2V, Ic = 100 mA, fy = 18 MHz)

Basisbahnwiderstand
th‘ = 10 g 4511 [hﬂl: UCE = &V, ||: — Sm.ﬁ., fH = WMHI:

Kollektorkapazitat
Ce= 75+ WFF (bei UCE= &Y, IC = {}, fiq = HJDI:H:]

Schalczeitkonstanten
7, =06<1 us| (bel Ugg = 8 V.. Ucgpa lc =0...100 mA,
=07<13ps| Rg=1ki], Ry =801}
e=01us (bei Ucg=6V...Ucpiar, Ic = 0...100 mA,
Rg =1k, R, = 3()

Grenzwerte (i, = 25 °C)

Ueg = 100V

UcE = 100 V :h£| REE = EI":|

Ugg = 4V

leg = 200 mA

ic = 700 mA

lg =100 mA

Pc = 400 mW (bei §, = 45 °C)
y =18°C

ity =—40...4125"C

Bestellbezeichnung flir einen Transistor: Transistor SF 114

Anderungen varbehaitea

EE ]

Abmessungen

Masse ca. 1 g



